Technische Information / Technical Information

Netz Thyristor
Phase Control Thyristor

eupec

T 201N 60...70TOH N b

Features:
Volle Sperrfahigkeit bei 125° mit 50 Hz

Hohe Stof3stréme und niedriger Warme-
widererstande durch NTV-Verbindung

zwischen Silizium und Mo-Tragerscheibe.

Elektroaktive Passivierung durch a - C:H

Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Full blocking capability at 125°C with 50 Hz

High surge currents and low thermal resistance

by using low temperature-connection NTV between
silicon wafer and molybdenum.

Electroactive passivation by a - C:H

Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Hochstzulassige Werte / Maximum rated values

Periodische Vorwarts - und Rickwarts-Spitzensperrspannung 1y =-40°C ... tjmax VorM, VRRM 6000 | V
repetitive peak forward off-state and reverse voltage =50 Hz 6500 | V
7000 | V
Periodische Vorwarts- und Riickwarts-Spitzensperrspannung 1y = +5°C ... tymax VorM, VRRM 7500 |V 1)
repetitive peak forward off state and reverse voltage f=50 Hz
DurchlaBstrom-Grenzeffektivwert ITRMSM 510 | A
RMS forward current
Dauergrenzstrom tc = 85°C, f = 50Hz ITavMm 240 | A
mean forward current tc = 60°C, f = 50Hz 325 | A
StoRstrom-Grenzwert tj=25°C, t, = 10ms, Vg = 0 Itsm 4,0 | kKA
surge forward current t = bjmax tp = 10mSs, VR =0 3,5 | kA
Grenzlastintegral tj=25°C, t, = 10ms 1%t 80,00 10° | A%s
I*t-value £ = tymac 1, = 10Ms 61,25- 10° | A%s
Kritische Stromsteilheit DIN IEC 747-6 (di/dt)er 200 | Alus
critical rate of rise of on-state current f = 50Hz, Vp = 0,67 Vprw
iom = 3A, dig/dt = 6A/uS
Kritische Spannungssteilheit t = tyjmax, Vo = 0,67 Vorwm (dv/dt)er 2000 | Vips
critical rate of rise of off-state current 5. Kennbuchstabe / 5 th letter H
1) auf Anfrage / on request
Charakteristische Werte / Characteristic values
DurchlaBspannung VT typ. max.
on-state voltage £ = b max, i = 500A 3,25 3,40 Y,
typ. max.
Schleusenspannung / threshold voltage = Bjmax Vo) | 1,24 1,29 \%
Ersatzwiderstand / slope resistance (200A 7 600A) rr 3,97 4,18 mw
typ. max.
DurchlaBrechenkennlinien = tymax A 0,02009 -0,4570
On - state characteristics for calculation B 0,002673 0,003951
V. = A+Bx_ +CHAnli, +1) +D x|/i ¢ 0,2013 0,4384
T r*+C (T ) X‘/: D 0,02874 -0,03762
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Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Hochstzulassige Werte / Maximum rated values

Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Ziundstrom ty=25°C, vp = 6V loT max. 350 [ mA
gate trigger current
Zindspannung ty=25°C, vp = 6V Ver max. 25|V
gate trigger voltage
Nicht ziindender Steuerstrom ty = tjmax Vo = BV lep 20 | mA
gate non-trigger current £ = tmao Vo = 0,5 Vorw 10 [ mA
nicht ziindende Steuerspannung ty = 25°C, Vo = 0,5 vprwm Vebp 04|V
gate non-trigger voltage
Charakteristische Werte / Characteristic values
Haltestrom tj = 25°C, vp = 12V, Ry = 4,7W In 350 | mA
holding current
Einraststrom t; = 25°C, vp = 12V, Rek  10W I max. 2(A
latching current iom = 3A, dig/dt= 6 Alps, t; = 20ps
Vorwarts- und Rickwarts-Sperrstrom 1 = tymax ip, Ir 50 | mA
forward off-state and reverse currents Vb = Vorm, Vk = Veam
Zindverzug DIN IEC 747-6 tgd 25 us
gate controlled delay time t;=25°C,
iom = 3A, dig/dt = 6A/us
Freiwerdezeit 1 = ymax itn = Iravm tq typ. 600 | ps
circuit commutated turn-off time Vru = 100V, Vou= 0,67 Vpru
dvp/dt = 20V/ps, -di/dt = 10A/us
4. Kennbuchstabe / 4 th letter O
Sperrverzégerungsladung £ = Gymax
recovered charge lw = 500 A, di/dt = 10 Alus Qr max. 3,5| mAs
Vg = 0,5 Vram, Ve = 0,8 Vrru
Rickstromspitze by = tjmax
peak reverse recovery current I =500 A, di/dt = 10 A/us IrRm max. 150 | A
Vgr = 0,5 Vrrm, Veu= 0,8 Vrrw
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Netz Thyrsto T 201N 60...70TOH "

Phase Control Thyristor

Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

Innerer Warmewiderstand beidseitig / two-sided, Q = 180°sin | Ryjc 0,043 | °C/W
thermal resistance, junction to case beidseitig / two-sided , DC 0,040 | °C/W
Ubergangs-Warmewiderstand beidseitig / two-sided Rihck 0,006 | °C/W

thermal resistance, case to heatsink

Hochstzulassige Sperrschichttemperatur tyj max 125 [ °C
max. junction temperature

Betriebstemperatur tcop -40...+125 | °C
operating temperature

Lagertemperatur tstg -40...+150 | °C
storage temperature

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehause, siehe Anlage Seite 4
case, see appendix

Si-Element mit Druckkontakt, Amplifying-Gate 38TN70
Si-pellet with pressure contact, amplifying gate

AnpreRkraft F 7..12 [ kN
clampig force

Gewicht G typ. 250 | g
weight

Kriechstrecke 25 [ mm

creepage distance

Feuchteklasse DIN 40040 c
humidity classification

Schwingfestigkeit f=50Hz 50 [ m/s
vibration resistance

Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbidung mit den zugehérigen technischen Erlauterungen.
This technical Information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.
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Phase Control Thyristor

Vorlaufige Daten
Preliminary Data
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Phase Control Thyristor

Vorlaufige Daten
Preliminary Data

DurchlaBBkennlinie it=f (vr)
Limiting and typical on-state characteristic

% t;=125°C
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Phase Control Thyristor

Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Steuerkreischarakteristik mit Zundbereichen

Gate characteristic with triggering areas
ve=f(ig), Vb =6V

Parameter a b C.
Steuerimpulsdauer / trigger pulse duration ty(ms) 10 1 0,5
Hochstzulassige Spitzensteuerverlustleistung .
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Phase Control Thyristor

Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Transienter innerer Warmewiderstand

Transient thermal impedance Z) sc = f (t)
Doppelseitige Kiihlung / Two-sided cooling

Kuhlflache Analytische Elemente des transienten Warmewiderstandes Zy, ;¢ fir DC
cooling Analytical elements of transient thermal impedance Z, ;c for DC
surface

Pos. n 1 2 3 4 5
beideitig Rin [°C/W]| 0,0146 0,0126 0,0072 0,005 0,0006
two-sided th[s] 1,4 0,20 0,063 0,010 0,002
o e .19 180°: add. 0,0036 K/W
Z.c=a Ry, xgl- e "n: 120°:  add. 0,0054 K/W
n g 60°: add. 0,0081 K/W

30°: add. 0,0101 K/W
180° sin: add. 0,0031 K/W
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Phase Control Thyristor

Vorlaufige Daten
Preliminary Data

Sperrverzogerungsladung Q, =f (- di/dt)
recovered charge
t,j = 125°C, Itm = 500A,
Vr = 0,5 VrrM, VrRm = 0,8 VRrrm
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